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JAOCIHIAKEHHS EJIEKTPO®IBUYHUX XAPAKTEPUCTUK KPEMHI€EBUX JIABUHHO-
MNPOJIITHUX AIOA1B

V naniii poOOTi npeacraBieHuii cydyacHUil piBeHb PO3BUTKY JaBUHHO-MPONiTHUX aioniB (JIIIMI), po3misiHyTO
poboui Ta po3paxyHKOBi 3HAYEHHS TAKMX BMXiJHUX MapaMeTpPiB K 4acTOTa Ta MOTYXKHICTb, 5IKi OOMEXKYIOTbCA

BUKOpHCTaHUMU Matepiasiamu. Ha puc.1. nonani cuctemaruzopani Tunu JII]J] 3a Mmoaudikauiero npositHoi ob6nacti
[1-3].
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Ha puc.2. nokaszaHi ekcrnepuMeHTallbHO JOCATHYTI Pe3yJbTaTh BUMipIOBaHHS MOTY>KHOCTI i yactoru ajs JITTJ]
Ha ocHoBi Si, GaAs, 4H-SiC. IlpencraBnenuii Takox aHaniz cTpykrypu cydacHux JIIT[I i nmoka3aHo, o ii Bubip
JOLJIbHUI 3aJ1€)KHO Bij crieuiattizauii npunany ( Makcumizalisi MOTY>KHOCTI, 4acToTH, kKA ) [4,5].

Jnst Burotosnenns JII1J] HaiiOinbin BukopucToByoTh Matepianu Si, GaAs. SIK MepCNeKTUBHI pO3MISANAOTHCS
InP ta GaN, nependauaeTbcss MOXKIMBICTb POOOTH HA MAaKCMMaJIbHO MOMKJIMBUX BUCOKHX TMOTY)XHOCTsX. Ha puc.3.
ToKazaHi po3paxyHkoBi mapamertpu JII1J] Ha OCHOBI BHWIE3a3HAYEHWX MarepiaiiB, Uil TIOPIBHSHHS 3 BXKe
JOCSTHYTUMH pe3ynbraramu (Oe3nepepBHUN pekuM podoTn). BapTo 3a3HaunTH, po3paxyHKoBa 3aJeXHICTh BKa3ye
Ha TiepeBakHy OinbIicTh pesynbrariB B AianasoHi ~0,1-1 BT npu ~100 I'T'n, Toxi Sk eKciepuMeHTalIbHI pe3yabraTu
CBiI4aTh Mpo JAESKUil «3CyB» B HANPSIMKY MiABUIIEHHS YaCTOTH MPH 3HMKEHHS BUXiTHOT MOTYXXHOCTI.
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Puc.2. 3anexncnocme Pua(f) JIIIJ (po3paxynok)

BucHoBku. Cv0200Hi koHcmpyiosanus JII] Ha 0cHO8I KpeMHiIo 0ae MONCIUBICHb OMPUMAMU 8UCOKI GUXIOHI
napamempu[6]. [lepcnekmusnumu 6 makomy 3Ha4eHHi € makoxc 0io0u Ha ocHogi mamepianie epynu A3B5, a
came Ha ocHosi GaAs, pesyibmamu K020 MPIUKY HUNCYI HIJC 8 KpeMHIEBUX 0I00ax, ale IUUaomsbcsi 00CUMb
BUCOKUMIL.
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